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【背景】窒化ガリウム（GaN）は熱的および化学的安定

性を持つこと、水の酸化還元に適したバンド端エネル

ギーを持つことなどから光触媒材料として研究されて

いる 1。GaN 表面は酸素発生反応に対して適している

一方、そのままでは水素発生反応に対して適さないた

め、助触媒の表面修飾が必要である。代表的な助触媒

として白金（Pt）が挙げられるが、GaN と Pt の界面は

ショットキー接合であり、光励起電子の Pt への移動が

ポテンシャル障壁に阻まれてしまうことから、GaN/Pt
界面におけるキャリア移動機構の解明が試みられてき

た 2,3。しかし、従来の研究ではエピタキシャル成長によ

って作製された結晶品質の低い薄膜 GaN が用いられて

おり、欠陥由来の準位によるキャリア移動への影響は正

確に評価されてこなかった。本研究では超臨界液相法に

よって作製された高結晶品質の単結晶 GaN 基板を光電

極として用い、薄膜 GaN との比較を行うことで、表面

準位の多寡によるキャリア移動の違いを調べた。 
【実験】n-GaN およびその上に蒸着された Pt 櫛電極に

ついて、リン酸緩衝液中でレーザー光照射時の開放電

位をそれぞれ測定した。光源としては波長 325 nmのHe-
Cd レーザーを用い、ND フィルターにより 7 桁のオー

ダーに渡って強度の変調を行った（Fig.1）。 
【結果】異なる光強度のレーザー光を照射したときのn-
GaN および Pt 櫛電極の開放電位を Fig.2 に示す。(a)で
は薄膜 n-GaN、(b)では単結晶 n-GaN を使用してそれ

ぞれ測定を行った。これらの結果から、光強度が低い

領域では欠陥準位においてキャリアの再結合が起こ

るため、Pt へのキャリア移動が起こらないことが分か

った。また、光強度増加時の傾向から、欠陥準位存在

下では発生した水素によるショットキー接合のリークが起こり、n-GaN から Pt への光励起キャリ

アの移動が促進されることが分かった。 
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Fig.1 Image of experimental setup. 

Fig.2 Open circuit potential of n-GaN 
(black) and Pt-comb (red) under laser 
irradiation. (a) and (b) use thin-film and 
single-crystalline n-GaN, respectively.  
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